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基フルホイスラー合金Mn2VZ（Z = Al, Ga, In, Si, Ge, Sn）はMnとVの原子磁気モーメントが反平行に結合したフ
ェリ磁性体である[1-3]．特に，Mn2VAl合金は 𝛼 = 0.003−0.004という低い磁気緩和定数と 𝑀# = 360 emu/ccとい
う低い飽和磁化を併せ持つことが理論的に報告されている有望なスピントロニクス材料である[4,5]．これらの利
点に加え，Mn2VAl合金はバルク試料において760 Kの高いキュリー温度を示す[6]．Mn2VAlにおいてMn原子を

























からは，組成を通じてMnと (Co, V) の原子磁気モーメントが反平行に結合したフェリ磁性体であることが確認
できた．各原子の磁気モーメントの大きさは x = 0.5 に近づくに伴い縮むものの，先行の理論報告[5]の通り，x = 
0.5 で total の磁気モーメントが 0 の補償型フェリ磁性体になることを確認した．ホール伝導度の第一原理計算の
結果，両極端組成のホール伝導度の理論値は，x = 0, 1でそれぞれ438 Ω-1cm-1，97 Ω-1cm-1の値を得た．また，中間
組成のホール伝導度については現象論的に扱った場合，totalの磁気モーメントに比例して減少し，x = 0.5付近で
最小になるような傾向を示すことがわかった．また，in-plane AMRにおける2回対称成分C2の理論値は大きな結
晶方位依存性を示し，Mn リッチ組成では 𝐼 ∥ [100] の場合に負，𝐼 ∥ [110] の場合に正の符号を持った．また，
Coリッチ組成ではそれらの符号が反転した（図2 (c)参照）．これはMnリッチ組成とCoリッチ組成とでd ε軌道






にした．𝑇#  = 350−650℃という広い範囲にわたり，60−80%程度の高い B2 構造が得られた．とりわけ，𝑇#  = 
400−600℃では，最大80%程度の高いL21構造が得られた．また，𝑇# = 700℃で作製された試料を除き，ほとんど
の試料はバルク値に近い格子定数を有した．また，𝑇# > 600℃では薄膜が 3次元的に成長するため，試料の表面
粗さが増大するような傾向が得られた．磁化に関しては，図 1 (a)に示すように，B2 規則化に伴い発現し，B2 規
則度が84%，L21規則度が85%と共に最大化される 𝑇# = 600℃で，理論値の80%程度の値を得た．本研究で得ら
れたMn2VAl薄膜は，結晶の規則度と飽和磁化の点で，Mn2VAlに関するいずれの従来報告値[7-9]よりも高い値を
得ることに成功した．磁気緩和については図1 (b)に示すように，B2及びL21規則度の増大に伴い有効ダンピング
定数が低減する傾向が得られ，𝑇# = 500℃で最小値（室温で約 0.11）をとることがわかった．本研究で得られた
有効ダンピング定数の実験値は理論値の 30 倍程度の大きさであった．また，Mn2VAl 薄膜の磁気輸送特性の 𝑇# 
依存性を調べた結果，高いB2及びL21規則度，高い飽和磁化，低い表面粗さという3つの条件を試料が満たした
場合に異常ホール伝導度とAMR比の強度が最大化されることが明らかになった．AHEに関しては図1 (c)に示す
ように，結晶方位による有意な差は見られず，𝑇# = 550℃で異常ホール伝導度は最大値の220 Ω-1cm-1（at 300 K）




比は 𝑇# = 500℃で最大値をとった． 
 
図1 Mn2VAl薄膜の (a) 飽和磁化，(b) 有効ダンピング定数，(c) 異常ホール伝導度，(d) AMRの2回対称成分
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